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A. Brzozowski, J. Sarnecki

MINORITY CARRIERS GENERATION LIFETIME MEASURING
BY MEANS OF MERCURY PROTE.

The advantages of mercury contact for determination a minority carriers gene-
ration lifetime in silicon epitaxial layers are presented.

W.Strupinski

OPTYMALIZATION OF DOPING PROFILE IN GaAs EPILAYERS
OBTAINED BY MOVPE AND HVPE METHODS.

This paper presents selected problems dealing with doping of the GaAs
epitaxial layers obtained by vapor phase HVPE (hydride) and MOVPE (using
metalloorganic sources). The FET type structure was used to explain reasons of
the occurence of the anomalies connected with carrier concentration profiles and
to show the ways of eliminating them.



R. Jabtonski

OPTICAL AND ESR MEASUREMENT IN CaNdAlO4 SINGLE CRYSTALS

We observed the absorption spectrum of Nd>* in CaNdAIO4 at 300K in
range 200 - 1 000 nm and 1 000 - 10 000 cm” 1at 30 - 300K.

Using a newly developed ESR spin-probing method, we have measured the
magnetic anisotropy in this materials.

T.Kamionka, M.Galanty

PRECISE RESISTIVE WIRES
FROM Cu-Ni-Mn AND Ni-Cr-Al-Si ALLOYS

The paper presents selected results of many years’ investigations on
production of precise resistive wires of CuNi40Mn, CuMnl12Ni3 and
NiCr20AlSi alloys. The clectrical and mechanical properties of those alloys
depend remarkably on the way of manufacturing, especially on conditions of
final heat treatment. The heat treatment operations were carried out within a wide
range of temperatures, duration of the annealing and ageing and rates of wire
displacement in a continuous furnace with protective atmosphere.

Results of examination of electrical (resistivity, temperature coefficient of
resistance) and mechanical properties (V.T.S.,A100) for the wires of 0.1 mm,
0.06 mm and 0.08 mm in diameter are given.
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A. Bxo3oBckuit, V1. Capranknii

M3MEPEHME BPEMEHM XX3HN HEOCHOBHBIX HOCUTEJIEN TOKA
C UICITIOJIb3OBAHMEM PTYTHOI'O 30H/IA.

B pa6Gote npejcraBieHa BO3MOXHOCTb MCIIOJIB30BaHHs PTYTHOI'0 KOHTAKTa
IJIs1 OTIpE/IE/IEHUS] BpEMEHU XH3HA HEOCHOBHHX HOCHTEJIEHN 3apsifia B KPEM-
HMEBHIX 3MATAKCHAIBHHX CJIOSIX H U 11 THIIA.

B. CrpynuHCcKuit

OIITUMW3ALIUS PA3IPEEIEHUS KOHIIEHTPALIMM [TPUMECEN B
SIIMTAKCHUAJIbHBIX IIVIEHKAX GaAs INIOJIYYEHHBIX METOJAMU
MOVPE U HVPE .

B pa6ore mpeacTaBjIeHH HEKOTOPHE BONPOCH CBSI3aHHHE C JIETUPOBaHHEM
3MMATAKCHAIBHHX IUIEHOK GaAs MOJTy4YE€HHBX METOLAaMH OCOX/CHHUSI U3 Ira30-
Bo#l da3u : HVPE (ruppugnmii MmeTox) 1 MOVPE (MeTasioopraHndeckuit
Merton). I[TokazaHH u 06CYXAEHH aHOMaJIbHHE, C TOYKH 3PEHHsI CTPYKTYPH
tpan3ucropa FET, pactipesie/ieHusi KOHIIEHTpa MM HOCHTEJIEH 3apsifia U Ipeji-
JIOXEHH CIIOCOOH MX 3JIAMAHAIIHH.

P. 16 10HCK UM

KOMIUIEKCHBIE NCCJIEJOBAHWS MOHOKPUCTAJIJIOB CaNdAIO4
OINITUYECKMM METO/IOM ESR.

Ha6oaeTcss aGCOPIIIAOHHEM CIEKTP Nd** s CaNdAlO4 npy 300K B 06-
sacty 200 - 1 000 M 1 pu 30-300K B o61actu 1 000-10 000 cM ™.

Kpome Toro npmMensiercsi HoBass MeToaguka ESR "spin-probing"” pys mccie-
J0BaHMs] MATHUTHON aHM30TPOIIMH B 3TOM MaTepsuIe.



T.Kammonka, M. 'aissHTH

[MPELIM3MOHHBIE PESNCTHBHLIE ITPOBOJIOKH
N3 CILTIABOB Cy-Ni-Mn U Ni-Cr-Al-Si.

B craTwu npeacTaBiieHO M36paHHEE Pe3y/IbTaTH MCCJIEA0BAaHUM 110 U3TOTO-
BJICHHIO NPENN3HOHHOW DPE3MCTHBHOM NPOBOJIOKM U3 ciuiaBoB CuNi44Mn,
CuMnl12Ni3 u NiCr20AISi.

DJIeKTpHYECKHE M MEXAaHMYECKHE CBOMCTBA TAaKON NMPOBOJIOKM B GOJIBIION
CTEIIEHH 3aBHCST OT CIOC06a el M3rOTOBJICHHS, B YaCTHOCTH OT YCJIOBHH
mocjeaHed TepMUYecKoi o6pa6oTkn. CoBEPIIEHO ONEpal¥ TEPMUYECKOMN
06paGoTKH B MIMPOKHKX IIPEe/Iax TeMIIEpaTyp, BDEMEHH OTXMHIa ¥ Ja/IbIIEro
CTapeHHUs a TaKXe CKOPOCTH X0/[a IPOBOJIOKM B IEYYH C 3aMUTHOHU
aTMocepoi.

INpuBeeHH pe3y/IbTATH MCCJIEA0BAaHUI 3JIEKTPUYECKMX CBOMCTB (YAEIbHOE
COIPOTHUBJICHAE, TEMIEPATyPHHHA K03((HUIHMEHT CONPOTHBJIECHMS) U MEXa-
Hunueckne (Rm,A100) npoBosioku guameTpoM 0,1 MM, 0,06 MM 1 0,08 Mm.



RECENZJE

A. Borkowski, A. Szymariski
USES OF ABRASIVES AND ABRASIVE TOOLS
Chichester, West Sussex, UK: Ellis Hortwood 1992, 300 s.

"A civilization is known by the tools it employs'. To stwierdzenie otwiera-
jace wstgp do ksiazki sygnalizuje, Ze nie bgdzie ona li tylko podrgcznikiem
warsztatowym dla technologéw obrobki Sciernej, jak skromnie sugeruje tytul.

Rzeczywiscie, dwa obszeme rozdziaty po§wigcone sa odpowiednio analizie
funkcjonalnej oddziatywania powierzchni obrabianego detalu i narz¢dzia oraz
zjawiskom zuzycia narz¢dzia poprzez ztozone procesy pgkania ziama Sciernego.
Ztozonos¢ zachodzacych tutaj zjawisk powoduje, Ze brak jest dotychczas ogo6l-
niejszej teorii procesu szlifowania, stad tez np. grubos$¢ warstwy znoszonej przez
pojedyncze ziarno Scierne wyraza si¢ oSmioma r6znymi formutami, obejmujacy-
mi rOzne parametry, zarOwno procesu, jak i materialu. W technologii nie jest to
sytuacja wyjatkowa: wystarczy poréwnac np. formuly opisujace zaggszczanie
ci$nieniowe proszkOéw - jest ich kilkanascie. Interesujaco sa rOwniez przedsta-
wione zjawiska zwigzane ze zuzyciem narzg¢dzia i analityczna ocena jego czasu
zycia, wyprowadzona w oparciu o kilka zidentyfikowanych mechanizméw nisz-
czenia, takich jak Scierania narozy ziarna, odlupywanie dynamiczne i zmgczenio-
we oraz odlupywanie zmg¢czeniowe termiczne. Identyczne mechanizmy dotycza
fazy wigzacej ziarna $cierne.

W oparciu 0 analitycznie okres§lone szybkosci zuzycia, zwigzane z poszcze-
g6lnymi mechanizmami, Autorzy wyprowadzaja formul¢ na czas zycia narzg-
dzia. Ciekawie jest rOwniez przedstawiony udzial r6znych mechanizméw
zuzycia w sumarycznym niszczeniu narz¢dzia w czasie eksploatacji. Sposéb
przedstawiania zar6wno mechaniki oddziatlywania ziarna Sciemego z obrabiang
powierzchnia, jak réwniez analiza mechanizméw zuzycia tarczy szlifierskiej,
Swiadczy o kompetencjach Autoréw w zakresie inzynierii materialowe;j.

Jest to oczywiste chociazby w przypadku profesora Andrzeja Szymariskie-
g0, ktory od lat zajmuje si¢ m. in. kompozytami ceramicznymi, zaréwno jako
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profesor w Instytucie Technologii Materiatéw Elektronicznych, czy tez jako
profesor Wydziahi Chemicznego Politechniki Warszawskiej.

Omawiana ksiazka zawiera, oprocz aspektéw teoretycznych, bardzo duzo
informacji o mineralogii ziaren $ciernych, materiatach pomocniczych do past
Sciemych oraz geometrii narzedzi Sciemych. Oczywiscie, przewazajaca czgs¢
pracy dotyczy zasad obstugi narz¢dzi Sciernych i zasad ich racjonalnego stoso-
wania. ROwniez znaczng cz¢$¢ tekstu po§wigcono obszarom stosowania obrobki
Sciernej i aspektom ekonomicznym tego stosowania.

Warto podkre§lié, Zze pomimo nagromadzenia ogromnych ilosci danych,
dotyczacych omawianego przedmiotu, cato$¢ napisana jest bardzo przejrzyscie,
w spos6b ulatwiajacy korzystanie z niej osobom nie zainteresowanym bezpo-
srednio rozwazaniami teoretycznymi. Stad tez mozna poleci¢ omawiane dzieto
zar6wno technologom obrébki $ciernej w przemys§le maszynowym, jak i studen-
tom czy tez pracownikom naukowym.

Recenzowal: doc. dr Zdzistaw Librant

48



PL ISSN 0209-0058 MATERIALY ELEKTRONICZNE T.21-1993 nr 1

KRONIKA
NOWE TOWARZYSTWA NAUKOWE

NIE TYLKO TECHNIKA PROZNI
czyli il
POLSKIE TOWARZYSTWO PROZNIOWE

*)Andrzej Hatas

Gwaltowny rozw@j techniki proézniowej na poczatku biezacego stulecia
podyktowany byt potrzebami przemystu elektronicznego, a Scislej rzecz biorac -
potrzebami powstajacego wowczas przemyshu lampowego. Wytworzenie dobrej
lampy wymagato jednak nie tylko odpowiedniego rozrzedzenia atmosfery we-
wnatrz szklanej lub metalowej bariki, ale rOwniez utrzymania stanu tego rozrze-
dzenia po odcigciu lampy od uktadu pompowego. Elektrody lamp musiaty wigc
by¢ wykonywane z odpowiednich materiatéw i poddawane odpowiedniej obrob-
ce cieplnej, powodujacej w efekcie istotne zmniejszenie strumienia desorpcji
gaz6w podczas normalnej eksploatacji lampy. W erze lamp elektronowych tech-
nika prézni uwazana byla za jedng z technik elektronicznych, a problematyka
materiatOw elektronicznych zwigzana byta SciSle z problematyka prozniowa.
Zwiazki te pozostaty do dzisiaj, aczkolwiek zmienit si¢ zasadniczo ich charakter.

Lata 50-te zapoczatkowaly w elektronice okres rewolucyjnych przemian.
Zastapienie lamp elektronowych tranzystorami i diodami potprzewodnikowymi
zmniejszyto chwilowo zainteresowanie elektronikOw technologiami prozniowy-
mi. Rownoczesnie jednak zaczgto wykorzystywac technik¢ prézni w wielu in-
nych dziedzinach i stawia¢ przed nig coraz to nowe wymagania. Uruchomienie
produkcji mikroskopoéw elektronowych 1 technologicznej aparatury elektrono-
wigzkowej, budowa akceleratoréw czastek elementarnych, badania nad kontro-
lowana synteza termojadrowa, wzrost zainteresowania przestrzenia kosmiczna
oraz dalszy rozwdj lamp mikrofalowych i lamp nadawczych duzej mocy -

“Politechnika Wroctawska. Centrum Uczelniano-Przemystowe. Instytut Technologii Elektronowej
Wybrzeze St. Wyspiariskiego 27, 50-370 Wroclaw
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wszystko to sprawiato, ze proznig, obok elektronikOw, zaczgli interesowac si¢
przedstawiciele innych specjalnosci i dyscyplin.

Stworzylo to potrzebg integracji réznych Srodowisk i sprzyjato zrzeszaniu
si¢ wytworcOw 1 uzytkownikoéw techniki pr6zniowej w niezalezne stowarzysze-
nia. Jednym z pierwszych takich stowarzyszen byto Amerykariskie Towarzystwo
Pr6zniowe (AVS) powstate w 1953 r.

Pierwsza migdzynarodowg organizacja pr6zniowg - International Organiza-
tion for Vacuum Science and Technology (IOVST) utworzono w r. 1958 podczas
Migdzynarodowego Kongresu Techniki Prézniowej w Namur (Belgia). Zrzesza-
ta ona wybitnych specjalistow z r6znych krajow, gtéwnie fizyk6éw, chemikow,
materialoznawcéw, technologéw i inzynier6w, wykorzystujacych technike proz-
ni w wielu dziedzinach techniki i w wielu kierunkach prowadzonych badan
naukowych. Pierwszym prezydentem tej organizacji zostat inicjator jej utworzenia -
prof. Emil Thomas z Belgii.

Cztery lata p6Zniej postanowiono zmieni¢ formul¢ organizacji i w miejsce
stowarzyszenia, zrzeszajacego osoby fizyczne, utworzy¢ migdzynarodowa unig,
bedaca zwigzkiem towarzystw prézniowych réznych krajow. Byto to podykto-
wane wzglgdami czysto praktycznymi. Trudno sobie bowiem wyobrazi¢ spraw-
ne kierowanie migdzynarodowa organizacja, liczaca kilka tysi¢cy cztonkéw, bez
ogniw posrednich, a rolg takich ogniw spelnia¢ mogty z powodzeniem powstaja-
ce whasnie w wielu krajach narodowe towarzystwa prozniowe.

8 grudnia 1962 r. powotano w Brukseli Migdzynarodowa Uni¢ Nauki,
Techniki i Zastosowan Prozni - International Union for Vacuum Science, Tech-
nique and Applications (IUVSTA), a cztonkami zalozycielami byly towarzystwa
prozniowe 10 paristw: Belgii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Jugostawii, Republiki
Federalnej Niemiec, Szwajcarii, Szwecji, USA i Wielkiej Brytanii. Inicjatorem
tych przemian byl Medard W. Welch, reprezentujacy AVS i on tez zostal
wybrany pierwszym Prezydentem Unii. Aktualnie Unia zrzesza towarzystwa
prézniowe 30 parstw, a jej gtéwnym celem jest promocja nauki, techniki i
zastosowari pr6zni w skali migdzynarodowe;j. Cel ten obejmuje sfer¢ ksztalcenia
i badari naukowych oraz wprowadzanie migdzynarodowych standardéw w za-
kresie nazewnictwa, techniki pomiarowej i aparatury prozniowe;j.

Naczelnym organem Unii jest Walne Zgromadzenie zwolywane raz na trzy
lata przy okazji odbywajacych si¢ Kongreséw Pr6zniowych. W Zgromadzeniu
tym biora udzial delegacje krajow stowarzyszonych, zwykle w sktadach trzyoso-
bowych. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwaty we wszystkich sprawach
istotnych dla Unii oraz dokonuje wyboru 0s6éb petniacych funkcje organizacyjne,
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Nie tylko technika prézni...

a przede wszystkim wyboru prezydenta - elekta, ktéry automatycznie obejmuje
funkcj¢ prezydenta po uptywie trzyletniej kadencji.

W okresie migdzy Walnymi Zebraniami Unig kieruje Rada Wykonawcza,
w skiad ktérej wchodza: prezydent, prezydent poprzedniej kadencji, prezydent -
elekt, osoby peniace funkcje organizacyjne oraz delegaci wszystkich towa-
rzystw, bedacych cztonkami Unii. Rada Wykonawcza zbiera si¢ Srednio dwa
razy w roku przy okazji imprez naukowych organizowanych przez kraje stowa-
rZyszone.

Dziatalno$¢é merytoryczna Unii koncentruje si¢ w siedmiu sekcjach tematy-
cznych. Pracami kazdej sekcji kieruje Komitet, utworzony z oddelegowanych
przedstawicieli poszczeg6lnych Towarzystw. Delegaci wybieraja ze swego gro-
na przewodniczacego, jego zastgpcg i sekretarza. Aktualnie dziataja nastgpujace
sekcje:

- Sekcja Nauki o Powierzchni (Surface Science Division),
- Sekcja Warstw Cienkich (Thin Film Division),
- Sekcja Nauki o Pr6zni (Vacuum Science Division),

- Sekcja Materiatéw Elektronicznych i ich Przetwarzania (Electronic
Materials and Processing Division),

- Sekcja Metalurgii Prézniowej (Vacuum Metalurgy Division),

- Sekcja Nauki o Plazmie i Techniki Plazmowej (Plasma Science and
Technique Division),

- Sekcja Zastosowarn Nauki o Powierzchni (Applied Surface Science
Division).

Jak widad, zakres zainteresowan Unii jest niezmiemie szeroki i obejmuje
wszystkie te kierunki badari naukowych oraz wszystkie te dziedziny techniki, w
ktérych technika pr6zni jest, lub moze by¢, uzytecznym narz¢dziem. Sama
technika prézni, rozumiana jako zbiér metod wytwarzania i pomiaru Srodowiska
gaz6w rozrzedzonych, zajmuje zaledwie niewielka cz¢$¢ tego obszaru zaintere-
sowarn.

Czytelnikéw czasopisma "Materiaty Elektroniczne" zainteresuje zapewne
najbardziej zakres tematyki reprezentowany w Sekcji Materiatéow Elektronicz-
nych i ich Przetwarzania. Ot6z zakres ten obejmuje w zasadzie caloksztalt
wiedzy dotyczacej budowy i wlasnosci oraz metod wytwarzania i przetwarzania
materiatéw stosowanych do produkcji przyrzadéw elektronicznych. Przedmiotem
szczegOlnego zainteresowania jest aktualnie krzem i zwiazki p6tprzewodnikowe,
ich struktura i wlasciwosci, zarbwno na powierzchni, jak i w glebi krysztahu,

56



A. Hatlas

metody wyciggania monokrysztatow i kinetyka ich wzrostu, nanoszenie warstw
metodami PVD, CVD i MBE, procesy elektronolitografii i domieszkowania
implantacyjnego, trawienie jonowe i plazmowe, a nawet wytwarzanie przyrza-
dow optoelektronicznych i uktadow VLSI. Wigkszo§¢ wymienionych tu proce-
sOw to procesy przeprowadzane w Srodowisku gazéw rozrzedzonych lub w
Srodowisku o kontrolowanej atmosferze, przy czym technika pr6zni speia
jedynie rol¢ stuzebna.

W erze lamp elektronowych jednym z kryteriéw doboru materiatu byto jego
zachowanie si¢ w prozni. Dzisiaj stosuje si¢ technik¢ pr6zniowa celem wytwo-
rzenia lub przetworzenia materiatu pracujacego w normalnej atmosferze. Sciste
zwigzki mi¢dzy technikg prézniiinzynierig materialéw elektronicznych pozosta-
ja wciaz jednak aktualne i trudno si¢ dziwié, Ze znajduje to swoje odbicie w
strukturach organizacyjnych 1 obszarach zainteresowan towarzystw préznio-
wych.

Pierwszg organizacja pr6zniowg w Polsce, zrzeszajacg osoby zajmujace sig
technikg pr6zni i naukowymi podstawami tej techniki, byt Polski Komitet Naro-
dowy Techniki Pr6zni, powotany w r. 1964 z inicjatywy prof. Janusza Groszko-
wskiego i dziatajacy pod patronatem Wydziatu IV PAN. W r. 1965 Komitet ten
przyjety zostal w poczet cztonkOw IUVSTA, wigczajac si¢ tym samym w nurt
dziatar mi¢gdzynarodowej spotecznosci prozniowej. Staboscia Komitetu byt jed-
nak jego elitarny charakter, wynikajacy z zawegzenia krggu zainteresowar do
problematyki SciSle zwigzanej z zagadnieniami wytwarzania i pomiaru prozni.
Wkrotce tez okazalo si¢, Zze PAN nie sta¢ na optacanie sktadek cztonkowskich do
IUVSTA i wr. 1971 dziatalno§¢ Komitetu praktycznie ustata.

~ W koricu lat 70-tych w §rodowiskach naukowych i technicznych, zwigza-
nych z technologia elektronowa, zacz¢to umacniac€ si¢ przekonanie, zZe technika
prozni decydowac bedzie o dalszym rozwoju technologii elementéw i podzespo-
tow elektronicznych, a co wigcej, moze mie¢ rOwniez znaczacy wplyw na rozwoj
wielu innych dziedzin techniki. Niezwykle waznym i pilnym zadaniem byto wigc
zwroécenie uwagi 6wczesnym decydentom na te okoliczno$ci i doprowadzenie do
pewnych zmian w prowadzonej przez nich polityce finansowania badan, nasta-
wionej na doraZzne i spektakularne osiagnigcia. W r. 1980, podczas pierwszej
Krajowej Konferencji Technologii Elektronowej - ELTE-80, zgtoszono formal-
nie postulat powotania krajowej organizacji naukowo-technicznej, zrzeszajacej
osoby dziatajagce w dziedzinie techniki pr6zniowej, promujacej t¢ technike i
zabiegajacej o jej rozwdj. Inicjatywe w tej sprawie podjat prof. Bohdan Paszko-
wski 1 dzigki jego wtasnie staraniom juz w marcu 1981 r. Zarzad Giéwny SEP
podjat uchwat¢ o powotaniu Polskiego Komitetu Techniki Prézni i Technologii
Elektronoprézniowych.
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Nie tylko technika prézni...

Nowo utworzony Komitet rozpoczat tez wkrotce starania o reaktywowanie
cztonkostwa Polski w IUVSTA. Po przeciagajacych si¢ negocjacjach, dotycza-
cych nieoptaconych przez Polske od 1971 r. sktadek cztonkowskich i wyjasnie-
niu kwestii braku osobowosci prawnej, Walne Zgromadzenie IUVSTA,
obradujace w 1989 r. w Kolonii, podj¢to jednomys§lnie uchwalg o przyznaniu
Polskiemu Komitetowi pelnoprawnego cztonkostwa tej organizacji.

W latach bezposrednio poprzedzajacych to wydarzenie podejmowano licz-
ne starania, zmierzajace do stopniowego dostosowywania struktury Komitetu do
struktury IUVSTA. Powotano kolejno 4 sekcje tematyczne, a mianowicie: Se-
kcje Nauki o Powierzchni, Sekcj¢ Warstw Cienkich, Sekcj¢ Plazmowej Inzynie-
rii Powierzchni i Sekcj¢ Techniki Pr6zniowej. Liczba cztonkéw Komitetu za-
czela szybko wzrastaé, przy czym w wigkszosci byly to osoby rekrutujace si¢ z
grona fizykOw, chemikéw i mechanik6éw, wykorzystujacych technike prézniowa
w swojej dziatalnosci zawodowej, nie zwiazanej lub bardzo luZno zwiazanej z
elektryka. Nowi cztonkowie Komitetu z reguly nie byli cztonkami SEP, a co
wigcej, ze wzgledu na wykonywang profesj¢ nie uznawali za celowe wstgpowa-
nie do tej organizacji. Z czasem zaczgli oni stanowi¢ wigkszo$¢ wéréd cztonkéw
Komitetu.

W marcu 1990 r. odbyto si¢ we Wroctawiu Walne Zebranie Sprawozdaw-
czo - Wyborcze Komitetu, na ktérym zakwestionowano celowos$¢ dalszej dzia-
falnosci w ramach struktur SEP, wychodzac z zalozenia, Ze problematyka pr6zni
wychodzi znacznie poza zakres zainteresowar elektryki, a uzyskanie osobowosci
prawnej wplynie korzystnie na usprawnienie kierowania stowarzyszeniem oraz
oddziatywac bedzie stymulujaco na wzrost aktywnosci cztonkOw i pojawienie
si¢ nowych inicjatyw. Zobowiazano roéwniez Prezydium do podjecia dziatar
zmierzajacych dousamodzielnienia si¢ Komitetu. Ostateczne decyzje zapadty 11
czerwca 1992 r. na Nadzwyczajnym Zebraniu Plenamym Komitetu w Warsza-
wie. Przewazajaca wigkszoscia glosOw podjeto uchwalg o rozwiazaniu si¢ Komi-
tetu z koricem 1992 r. ROwnocze$nie wytoniono Komitet Zatozycielski nowego,
niezaleznego stowarzyszenia. W dniu 5 wrzes$nia 1992 r. Sad Wojewddzki w
Koszalinie, kierujac si¢ ustawa '"Prawo o Stowarzyszeniach'', wydat orzeczenie o
rejestracji Polskiego Towarzystwa Pr6zniowego (PTP) z siedziba w Koszalinie.

Zgodnie ze statutem, celem tego Towarzystwa jest popularyzowanie w
spoteczeristwie zagadnient naukowych, technicznych i ekonomicznych, zwigza-
nych ze stosowaniem techniki prézniowej, promowanie technologii préznio-
wych w réznych dziedzinach techniki oraz prowadzenie dziatan, zmierzajacych
do podnoszenia kwalifikacji zawodowych i naukowych zaréwno cztonkéw To-
warzystwa, jak i innych oséb, zajmujacych si¢ profesjonalnie zagadnieniami
prozni. Cel ten wynika z glgbokiego przekonania cztonk6w o istotnej roli, jakg
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technika pr6zni odgrywa w kreowaniu postgpu technicznego i rozwoju badan we
wspoOlczesnym Swiecie.

Statut Towarzystwa wzorowany jest w znacznym stopniu na statucie [UV-
STA. Zapewnia on ptynng rotacj¢ 0s6b zajmujacych kierownicze stanowiska w
Zarzadzie oraz duza autonomi¢ Sekcji, kt6re dziataja na podstawie uchwalonych
przez siebie regulamin6éw. Czlonkowie kazdej Sekcji wybieraja sposréd swego
grona Przewodniczacego Sekcji, ktory wchodzi w sktad Zarzadu. Towarzystwo
jest organizacjg otwartg dla wszystkich os6ob, ktérych zainteresowania wigza si¢
bezposrednio lub posrednio z wytwarzaniem wzglednie wykorzystywaniem §ro-
dowiska gazOw rozrzedzonych, niezaleznie od ich przynaleznosci do innych
stowarzyszen i organizacji. Dziatalno$¢ Towarzystwa finansowana jest ze skta-
dek optacanych przez cztonkéw.

Wsr6d powotanych dotychczas Sekcji brak odpowiednika ""Electronic Ma-
terials and Processing Division' mimo, ze w kraju problematyka ta zajmuje si¢
liczne grono os6b. Wynika to by¢ moze z braku pelnej informacji o celach i
zakresie zainteresowan Polskiego Towarzystwa Prézniowego, jak réwniez Mig-
dzynarodowej Unii [UVSTA. Mam nadziej¢, Ze niniejszy artykul przynajmniej
w pewnym stopniu wypelni t¢ lukg informacyjna, a Czytelnicy uznaja za zasadne
i celowe utworzenie w ramach PTP Sekcji o profilu podobnym lub zblizonym do
profilu Sekcji, dzialajacej juz od wielu lat przy [UVSTA.
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POLSKIE TOWARZYSTWO WZROSTU KRYSZTALOW

Polskie Towarzystwo Wzrostu Krysztatow, PTWK powstato na Zebraniu
Zatozycielskim w maju 1992 w Czgstochowie

PTWK zostalo zarejestrowane w czerwcu 1992 w Krakowie z siedziba na
Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagieloriskiego.

W pierwszej kadencji Towarzystwa, Sekretariat Towarzystwa znajduje si¢
przy ITME/Z-18 (tel. (48 22) 3499 49) .

Towarzystwo zostato przyjete do Migdzynarodowej Unii Wzrostu Kryszta-
t6w w sierpniu 1992 r., w czasie 10-tej Migdzynarodowej Konferencji Wzrostu
Krysztatlow w San Diego, USA.

Celem Towarzystwa jest uprawianie i krzewienie nauk o krystalizacji i jej
pokrewnych, umacnianie wi¢zi migdzy osobami zajmujacymi si¢ ta tematykaq i
podnoszenie ogblnego poziomu wiedzy poprzez organizowanie seminariéw,
konferencji, szk6t oraz wymiang informacji krajowych i zagranicznych. Waz-
nym zadaniem jest utrzymywanie kontaktow z Towarzystwami w innych kra-
jach.

W dotychczasowej dziatalnosci Towarzystwa odbyty sie dwie Konferencje.
Pierwsza, w Czestochowie, potaczona z zebraniem Zatozycielskim w 1991 roku,
na ktérej przedstawiono pi¢¢ zaproszonych wyktadéw i 19 komunikatéw z prac
wiasnych. Wprowadzono tradycj¢ wygtaszania wyktadu imienia Profesora Jana
Czochralskiego - wyklad ten wygtosit Profesor J. Auleytner pt: '"Promieniowanie
synchrotronowe i jego zastosowanie w badaniu struktury krysztalow"

Druga Konferencja, potaczona z walnym zebraniem cztonk6w, odbyta si¢ w
grudniu 1992r i byta zorganizowana przez Instytut Techmologii Materiatow
Elektronicznych, ITME. Uczestniczyto okoto 40 os6b z r6znych oSrodk6w w
Polsce.

W czasie Konferencji wygtoszono dwa zaproszone wyktady:

1. Prof.W. Marciniak, '"Wzrost krysztatéw i ich zastosowanie w ITME"
2. Prof.C.F. Woensdregt, "Influence of Crystal Structure on Crystal Growth"

*) Materiaty Elektroniczne. 1992, T. 20, nr 3



W dalszej czgsci konferencji dr K.Grasza przedstawit sprawozdanie z Kon-
ferencji ICCG-10 w San Diego. Na zakoriczenie spotkania odbyto si¢ zwiedzanie
Instytutu.

Aktualnie ITME, wspélnie z Instytutem Fizyki PAN, organizuja na ich
terenie 3-cig Konferencji¢ PTWK, ktéra odbgdzie si¢ w maju w dniach 11-13,
1993. Kierownikiem naukowym Konferencji jest Pani dr hab.A. Pajaczkowska,
a przewodniczacym Komitetu Organizacyjnego Pan dr Z. Luczynski. Konferen-
cja ma charakter migdzynarodowy, przewidzianych jest 15 zaproszonych wykta-
dow, w tym pig¢ z zagranicy.

O wygtloszenie wyktadu im. Prof. Jana Czochralskiego poproszono Profe-
sora dr hab. R.Pampucha z AGH w Krakowie.

W czasie trwania Konferencji odbgdzie sie Walne Zebranie PTWK, na
ktorym nastapi wybor nowch wiadz Towarzystwa.

W 1994 roku planuje si¢ zorganizowanie Migdzynarodowej Szkoty Wzro-
stu Krysztatow.

Zainteresowanie Polskim Towarzystwem wykazaty towarzystwa: niemiec-
kie i izraelskie, przesylajac nam informacje o swojej biezacej dziatalnosci.
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N\ ANNOUNCEMENT

; 5 g ; 5 CONFERENCE AND GENERAL MEETING
T [ W OF THE POLISH SOCIETY
ON CRYSTAL GROWTH

The 3rd General Meeting of the Polish Society on Crystal Growth and the
3rd Conference will be held, from 11th, 2 P.M. to 13th May, 1993, at the Institute
of Physics, Polish Academy of Sciences, 02-668 Warsaw, Al. Lotnikow 32.

The Conference will be organized jointly by the Institute of Electronics
Materials Technology and the Institute of Physics of the Polish Academy of
Sciences.

The General Meeting is planned for Wednesday, 12 May, 4 P.M. and will
contain the election of new management and news of PSCG activities.

The Conference program will include presentations of the latest achieve-
ments in crystal growth and their characterization.

The language of the Conference will be English or Polish, the General
Meeting - in Polish.

REGISTRATION
Participants are asked to send the registration form with abstract by April
10, 1993 or to give the information to the Secretary of PSCG.

All correspondence, abstracts, registration form and other information sho-
uld be adressed to the Conference Secretary:

Waldemar Giersz

Institute of Electronic Materials Technology
ul. Wolczyriska 133, 01-919 Warszawa

tel. 34-99-49, fax: (22)-349003
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INVITED TALKS:
The lecture dedicated to the Polish scientist: "The Jan Czochralski Lecture'":

Prof. dr hab. R. Pampuch (AGH, Krakéw) - Polycrystals and Single Crystals

- Dr D. A. Adamiak (ICB PAN, Poznan) - Crystallization of Macromolecules
(proteins and nucleic acids)

- Dr J. Bak (IF PAN, Warszawa) - Layers/x-ray
- Dr P. Byszewski (IF PAN and OBREP, Warszawa) - Ce0
- Dr A. Bukowski (ITME, Warszawa) - Si/Czochralski

- Dr K. Grasza (IF PAN and ITME, Warszawa) - A Novel Method of Crystal
Growth by Physical Vapour Transport

- Dr C. Grabmaier (Germany) - LiNb03/Czochralski
- Dr Hong Luo (USA) - MBE of II-VI compounds

- Dr A. Hruban (ITME, Warszawa) - Improvement of Physical Properties -
SI GaAs Crystal by Heat Treatment

- Dr J. Karpinski (Switzerland) - Crystallization of HTS in High Pressure
Oxygen

- Dr J. Marks (OBREP, Warszawa) - Crystallization of III-V and II-VI
Epilayers in Polish-Built MBE Machines

- Prof. dr hab. S. Porowski (CBW PAN, Warszawa) - High Pressure Crystal-
lization of Semiconductors

- Dr P. Reiche/R. Uecker (Germany) - Oxides/Czochralski
- Dr W. Schroder - Floating Zone - Si

- Dr Z. R. Zytkiewicz (IF PAN, Warszawa) - Liquid Phase Electroepitaxial
Growth of Thick AlGaAs Epilayers
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INFORMACJA O WAZNIEJSZYCH KONFERENCJACH,
SEMINARIACH, TARGACH, WYSTAWACH - 1993 r.

10.

1

12

15,

64

. SEMICON EUROPA’93.

03/30-04/01. Geneva, Switzerland

Gallium Arsenide Heterojunction Bipolar Device Technology Conference.
04. USA

Microscopy of Semiconducting Materials Conference.
04-05/08. Oxford, UK

Materials Research Society Spring Meeting.
04-12/16. SanFrancisco, CA, USA

NASECODE - International Conference on the Numerical Analysis of
Semiconductor Devices and Integrated Circuits.
04-13/16. Copper Mountain, CO, USA

IPRMYV - Fifth International Conference of InP and Related Materials.
04-16/26. Paris, France

ECI0’93 - European Conference on Integrated Optics.
04-19/24. Neuchatel, Switzerland

1st International Conference, Surface Treatment’93: Computer Methods and
Experimental Measurements for Surface Treatment Effects.
04-20/22. Southampton, UK

I Sympozjum Klubu Polskich Laboratoriow Badawczych "POLLAB",
04-22/23. Warszawa, Poland

International Symposium on Circuits and Systems.
05-03/06. Chicago, IL, USA

Microscopy of Semiconducting Materials Conference.
05-05/08. Cambridge, UK

3rd Conference/2nd General Meeting of the Polish Society on Crystal Growth.
05-11/13. Warszawa, Poland

International Symposium on VLSI Technology, Systems and Applications.
05-12/14. Taipei, Taiwan



14.

5.

16.

4 4

18.

19.

20.

2R,

22.

23,

24.

25

26.

27

VPAD - IEEE Intemational Workshop on VLSI Process and Device Modeling.
05-14/15. Nara, Japan

MANTECH’93 - Conference on GaAs Manufacturing Technology.
05-16/19. Atlanta, GA, USA

183rd Meeting of The Electrochemical Society, Inc.
05-16/21. Honolulu, HI, USA

SOTAPOCS XVIII/18 3rd Electrochemical Society Meeting.
05-16/21. Honolulu, HI, USA

3rd International Symposium on Process Physics and Modeling in Semicon-
ductor Technology/183 rd Meeting of the Electrochemical Society, Inc.
05-16/21. Honolulu, HI, USA

4th International Conference Joining of Ceramics, Glass and Metal.
05-17/19. Aachen, Konigswinter, Germ.

ISPSD’93 - 5th Intemational Symposium on Power Semicondutor Devices and ICs.
05-18/20. Monterey, CA, USA

VLSI Technology Symposium.
05-19/21. Kyoto, Japan

XXII International School: Physics of Semiconducting Compounds
(XXII Szkota Fizyki Zwiazk6éw Potprzewodnikowych)
05-22/28. Jaszowiec, Poland

International Symposium on Physical Concepts and Materials for Novel
Optoelectronics Device Applications.
05-24/28. Trieste, Italy

International Symposium on Electron, Ion and Photon Beams.
06-01/04. San Diego, CA, USA

EW-MOVPE V-Fifth European Workshop on MOVPE.
06-02/04. Malmo, Sweden

[Xth European Congress on Microelectronics.
06-02/04. Nice, France

TRANSDUCER’93 - 7th International Conference on Solid-State Sensors
and Actuators.
06-07/10. Yokohama, Japan
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28.

29.

30.

31

Az

. 5. S

34.

35.

36.

32

38.

39.

41.

66

7th Trieste Semiconductors Symposium: Wide Band Gap Semiconductors.
06-08/12. Trieste, Italy

ICF’8 - 8th International Conference on Fracture/MKP-8/VIII MeZdunarodnaja
Konferencija po Mechanike RazruSenija Materialov.
06-08/14. Kiev, Ukraina

IEEE MTT-s International Microwave Symposium.
06-14/18. Atlanta,CA, USA

ACSI-2 - Second International Symposium on Atomically Controlled Surfa-

ce and Interfaces.
06-16/18. Joensuu, Finland

European Conference Physics of Magnetism 93 Strongly Correlated Electron

Septems.
06-21/24. Poznan, Poland

Electronic Materials Conference.
06-23/25. Santa Barbara, CA, USA

SBMO’93 - International Microwave Conference.
07-26/29. Sao Paulo, Brazil

TUCr - XVI Congress International Union of Crystallography.
08-21/29. Beijing, China

20th International Symposium on GaAs and Related Compounds.
08/29-09/2. Freiburg, Germ.

ECCTD’93 - European Conference on Circuits Theory and Design.
08/30-09/03. Davos, Switzerland

XXXII Zjazd Fizyk6w Polskich.
09. Krak6éw, Poland

EUROANALYSIS VIII/European Conference on Analytical Chemistry.
09-05/11. Edinburgh, Scotland

9th International Conference on Thin Films.
09-06/10. Vienna, Austria

International, School and Symposium on Physics in Materials Science using
Nuclear and Complementary Methods.
09-12/21. Jaszowiec, Poland



42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

IPCM’93 - Interfacial Phenomena in Composite Materials Conference.
09-13/15. Cambridge, UK

EPE’93 - 5th European Conference on Power Electronics and Applications.
09-13/16. Brighton, UK

Surface Modification of Metals by Ion Beams Conference.
09-13/17. Kanazawa, Japan

ECer’93 - European Ceramic Society-Third Conference.
09-13/17. Madrid, Spain

DIAMOND FILMS’93 - 4th European Conference on Diamond,
Diamondlike and Related Materials.
09-20/24. Albufeira, Algarve, Portugal

C3P - Contamination Control and Clean-room Products Exhibitation.
10-19/21. Dusseldorf, Germ.

SET’93 - 4th European Symposium a. Exhibition on Semiconductor Engi-
neering and Materials Technology.
10-25/28. Warszawa, Poland

ISRRAMT?93 - 4th International Symposium on Recent Advances
in Microwave Technology.
12-15/18. New Delhi, India

Informacje dotyczace organizatoréw konferencji oraz progra-
my znajduja si¢ w DS-3 (tel. 34-97-30 w. 128, 129, 425)
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Osrodek Informacji Naukowej i Technicznej (DS-3) Instytutu Technologii
Materialéw Elektronicznych oferuje CURRENT CONTENTS (CC) z tytutow
nizej wymienionych czasopism.

CC to najprostsza i najszybsza forma uzyskiwania przez uzytkownika infor-
macji o zawartos$ci kazdego numeru danego tytutu czasopisma.

Oferujemy réwniez mozliwo$¢ wykonywania odbitek kserograficznych z
wybranych pozycji.

Cena prenumeraty 1 tytulu czasopisma w postaci CC wynosi - 50 000 zt.,
1 strona odbitki kserograficznej - 350 zt.
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. American Ceramic Society Bulletin
. Applied Physics Letters
. Ceramic Forum International Berichte der Deutschen Keramischen Gesellschaft

Crystal Research and Technology/Kristall und Technik
Electronics

. Electronic Design

. Electronic Engineerong

. Electronics Letters

. Electronics Materials and Processing

. IEEE Circuits and Devices Magazine

. IEEE Circuits and Systems

. IEEE Consumer Electronics

. IEEE Electronic Device Letters

. IEEE Journal of Solid-State Circuits

. IEEE Microvawe and Guided Wave Letters

. IEEE Microvawe Theory and Techniques

. IEEE Region News

. IEEE Spectrum

. IEEE Transactions on Applied Superconductivity

. IEEE Transactions on Electron Devices

. IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques

. IEEE Transactions on Semiconductor Manufacturing

. IEEE Transactions on Ultrasonic, Ferroelectrics and Frequency Control
. International Journal of Microwave and Millimeter-Wave Computer-Aided Engineering
. Journal of the American Ceramic Society
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Journal of Applied Physics

Journal of Crystal Growth
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Journal of Electronic Materials

Journal of Materials Research

Journal of Materials Science

Journal of Materials Science Letters

Journal of Materials Science Materials in Eiectronics

Journal of Materials Science Materials of Medicine
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and Processing

Materials Science and Engineering B. Solid State Materials for Advanced Technology
Microelectronic Manufacturing Technology
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Physics Status Solidi A
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Semiconductors Science and Technology
Semiconductor International
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Solid State Technology
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WYKAZ PUBLIKACJI PRACOWNIKOW ITME - 1992 r.

Wykaz publikacji ksiazkowych

Borkowski J.%, Szymanski A.
Uses of abrasives and abrasive tools.
Chichester, UK: E.Harwood 1992, 300 s. il. bibliogr.

Librant Z.
Ceramika konstrukcyjna w zastosowaniach elektronicznych.
WNT 1992, 50 s. il. bibliogr.

Ranachowski J.,Rejmund F., Librant Z.
Badanie osrodk6w kruchych metodg emisji akustycznej na przyktadzie ceramiki i betonow.
PAN IPPT 1992,114 s.il., bibliogr. Prace IPPT/IFTR. Reports 28/1992

Referaty wygloszone na konferencjach (na zaproszenie organizatorow)

22nd European Microwave Conference, 24-27/08.1992, Espoo, Helsinki Uniwersity of Technology,
Finland

Jelenski A.

Microwave research and industry in Eastern Central Europe.

United Nations Economic Commission for Europe. Seminar on New Materials and their Application
in Engineering Industries. Kiev, Ukraine, 13-16/10.1992

Jelenski A.

Materials research and development in the Institute of Electronic Materials Technology.

US - Polish Technology Commercialization Conference Warsaw, Poland 15-17/11.1992

Jelenski A.

Promotion of technology based businesses by the Institute of Electronic Materials Technology.
CEFFIC Centre Francais de Formation et d’Information des Cadres, Association Descartes, Komitet
Badari Naukowych, Warszawa 12-14/03.1992

Jeleniski A.

Le secteur science-recherche et I'industrie en Pologne.

Komitet Elektroniki i Telekomunikacji PAN Sekcja Mikrofal, Warszawa, 19/11.1992

Jelenski A.

Aktualny stan badan w dziedzinie mikrofal w Polsce.

ICF’6 - International Conference on Ferrites, Tokio, Japan 29/09-2/10.1992

Kopcewicz M., Kopcewicz B.*

Mossbauer study of atmospheric aerosols.

Wykaz wazniejszych publikacji w czasopismach zagranicznych i materia-
tach z konferencji migdzynarodowych - wydawnictwa opublikowane
Baranowski J.M.* , Wéjcik P.X, Palczewska M., Jabtoriski R., Weber E.R.X, Yau W.F.X, Sohn H.%,

Werner P.*
Superconductivity in indium diffused GaAs. Acta Physica Polonica A 1992 vol.82 nr 4 5. 670-673
Baszkiewicz J.X, Kamiriski M., Podgérski A. , Jagielski J. , Gawlik G.
Pitting corrosion resistance of silicon-implanted stainless steels. Corrosion Science 1992 vol. 33 nr
5s.815-818

Boniecki M
The role microstructure and of internal thermal stresses in the toughening of Al203 based ceramics.
8thInternational Conference on Powder Metallurgy, Kosice, Czechoslovakia7 10/10.1992. Proce-
edings.

70



Byszewski P.*, Domagata J.* Fink-Finowicki J.*, Pajaczkowska A.
Thermal properties of CaNdAIO4 and SrLaAlO4 single crystals. Materials Research Bulletin 1992,
27,483

Byszewski B.Y, Jabtoriski R., Diduszko R.*
Density of states singularities in KxC60 probed by electron spin resonance. Solid State Communica-
tions 1992 vol. 83 nr 11 s. 879-882

ByszewskiB.x, Jablonski R., Kolesnik S
Electronspin resonanceinRbxC60 compounds observed at transition from superconducting to normal
state. Solid State Communications 1992 vol.84 nr 11 s.1111-1113

Dwiliniski R, Palczewska M., Kaczor P.¥, Korona K.X,Wysmo{ek AX Bozek R.X, Kamiiska M.*
Optical and electrical studies of FR1 and FR2 defects in GaAs. Acta Physica Polonica A 1992
vol.82nr 4s.613-616

Fink-Finowicki M.X, Berkowski M., Pajaczkowska A.
Twinning structure of LaGaO3 grown by the Czochralski method.
Journal of Materials Science 1992 vol. 27 s. 107-110

Gaca J., Sass J., Wojcik M.
The X-ray determination of the exact profile of the chemical composition variation in the (InxGai-
x)(As1-yPy)/GaAs type multilayered crystals. ECM-14/14 European Crystallographic Meeting Uni-
versity of Twente, Enschede, Netherlands, 2-7/08.1992. Suppl. Issue of the Zeist. fur Krist. 1992
s.375

Grot S.A., Gildenblat G.Sh., Badzian A.R.
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Wskazowki dla autorow

1. Czasopismo ,,Materialy Elektroniczne” jest sktadane technika komputerowa.
Dlatego prosimy autorow o nadsytanie maszynopisu napisanego:

- w pliku na dyskietce, pod edytorem WordPerfect 5.1 lub innym, po uzgod-

nieniu z redakcja (np. ChiWRITER, TAG)

- rysunkow, tablic itp. w pliku utworzonym w jednym z nast¢pujacych edyto-

row graficznych: DrawPerfect, CoreIDRAW!, AutoCAD, SIGMAPLOT oraz

w standardzie HPGL lub innym po uzgodnieniu z redakcja (np. w postaci

obrazu ekranu uzyskanego programem typu GRAB, lub pliku uzyskanego ze

skanera w standardzie TIF).

2. Objgtos¢ artykutu nie powinna przekracza¢ 15 stron tacznie z rysunkami,
tabelami i bibliografia.

3. Artykul powinien by¢ napisany w 2 egzemplarzach na papierze formatu A4,
jednostronnie, z marginesem 3.5 cm z lewej i 1 cm z prawej strony, z podwdjna
interlinia, wraz z rysunkami - w 1 egzemplarzu. Wszystkie stronice powinny by¢
nunierowane.

4. Na marginesie tekstu nalezy zaznaczy¢ miejsca, w ktérych powinny byé
umieszczone rysunki.

5. Do artykutu powinny by¢ dotaczone streszczenia nie przekraczajace 200
stow, w jezykach polskim, angielskim i rosyjskim. Tytut artykutu winien by¢
rowniez przetlumaczony na te jezyki.

5. Na pierwszej stronie artykutu powinny znajdowac si¢ nastgpujace elementy:
z lewej strony u gory artykutu tytut naukowy, petne imig¢ (imiona), nazwisko(a)
autora(6w), nazwa miejsca pracy (zaktadu, pracowni), adres pocztowy. Na Srodku
stronicy maszynopisu tytut artykutu.

6. Rysunki: na odwrocie rysunku lub fotografii nalezy podaw¢ ich numer, naz-
wisko autora i pierwszy wyraz tytutu artykutu.

6.1. Podpisy do rysunkéw, fotografii oraz bibliografi¢ nalezy umieszczaé na
oddzielnych stronicach, po tekscie.

6.2. U gory kazdej tablicy nalezy poda¢ numer i tytut objasniajacy.

6.3. W przypadku rysunkéw, wzoréw, tablic nie bgdacych oryginalnym do-
robkiem autora(6w) nalezy zacytowac zrodto, umieszczajac je w biblio-
grafii.

6.4. Wzory nalezy numerowac kolejno cyframi arabskimi.

7. Pozycje bibliografii nalezy podawa¢ w nawiasach kwadratowych, w kolejnosci
wystgpujacej w tekscie. o

Dla ksiazki nalezy wymienic nazwisko(a) autora(6w), inicjaty imion, petny tytut
dzieta w oryginale, miejsce wydania, wydawcg, rok, stronice np.:

[1] Librant Z.: Ceramika konstrukcyjna w zastosowaniach elektronicznych. War-
szawa: WNT 1991, 126 s.

Dla artykutu nalezy podac kolejno nazwisko(a) autora(6w), inicjaty imion, tytut
artykutu w oryginale, tytut czasopisma, tom, rok, numer, stronice np.:

[2] Kaminski P., Strupiniski W., Roszkiewicz K.: Effect of Substrate Temperature
on the Concentration of Point Defets in Vapour Phase Epitaxial GaP:N,S. Jour-
nal of Crystal Growth 108, 1991, 3/4, 699-709

8. Stownictwo techniczne, jednostki miar, skroty najwazniejszych oznaczen wiel-
kosci we wzorach musza by¢ zgodne z terminologia przyjeta przez Polskie Normy
i Migdzynarodowy Uktad Miar (SI).

9. Nazwy fonetyczne liter greckich lub innych oznaczen nalezy podawac w le-
wym marginesie.

10. Autora obowiagzuje wykonanie korekty autorskie;j.

http://rcin.org.pl



; .‘ INSTYTUT TECHNOLOGII
I- mm MATERIALOW ELEKTRONICZNYCH
B Wamm ul. Wélczynska 133, 01-919 Warszawa

tel.: (4822)349003, tIx: 825386 cme pl, fax: (4822)349003

Przedmiotem dziatania Instytutu Technologii Materiatow Elektronicz-
nych jest prowadzenie badan naukowych i prac badawczo-rozwojo-
wych w zakresie inzynierii materiatowej, elektroniki i fizyki ciata statego,
a w szczegblnosci technologii otrzymywania nowoczesnych materia-
téw, ich obrébki, miernictwa oraz efektywnego wykorzystywania dla
potrzeb elektroniki i innych dziedzin gospodarki oraz przystosowywa-
nie wynikdw badan i prac do wdrazania w praktyce. ;

Dziatalno$¢ Instytutu Technologii Materiatow Elektronicznych skupia j
sie w dwéch obszarach: w pracach badawczo-rozwojowych i matose- 1
ryjnej produkciji materiatéw dla elektroniki, telekomunikaciji, energetyki,
rolnictwa i medycyny, oraz w pracach badawczo-rozwojowych nad ele-
mentami elektronicznymi, wytwarzanymi z tych materiatow.

Materiatami, na ktérych koncentruje sie dziatalno$¢ ITME sa: '
materiaty potprzewodnikowe (Si, GaAs, GaAsP, GaP, InP), materiaty
elektrooptyczne i piezoelektryczne (YAG, CaF,, LiNbO,, LiTaO,,
kwarc), materiaty podtozowe dla nadprzewodnikéw wysokotemperatu-
rowych, materiaty ceramiczne (na bazie Al,O, i ZrO,), szkta dla tele-
komunikacji optycznej, materialy kompozytowe, pasty (przewodzace,
izolujgce i oporowe), czyste metale, zwiazki nieorganiczne i roz-
puszczalniki.

W ramach badarn aplikacyinych opracowywane sg w ITME:
potprzewodnikowe przyrzady mikrofalowe (tranzystory MESFET, diody
Schottky’'ego), mikrofalowe monolityczne uktady scalone, filtry z
akustyczna falg powierzchniowa, termoelektryczne moduty chtodzgce.

Instytut Technologii Materiatow Elektronicznych wydaje dwa czaso-
pisma naukowe: kwartalnik ,Materiaty Elektroniczne”, w ktérym publi-
kowane sa artykuty dotyczace zakresu dziatania Instytutu, ,Prace
ITME” - zawierajgce monografie, rozprawy doktorskie i habilitacyjne,
oraz wydawnictwa informacyjne.
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